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【はじめに】 

有機デバイスの特性を向上させるために、デ

バイス中のトラップを調査することは重要で

ある。これまでに高分子有機 ELデバイス中の

トラップを、方形波重み関数方式電流 DLTS 法

（単位：C）を用いて評価してきた[1]。それに

より観測される DLTS 信号は緩やかなピーク

波形をとり、多くの正孔トラップ・電子トラッ

プを含むことがわかった。これらを識別するた

め、発光層に正孔のみを注入するホールオンリ

ー素子 : HOD(Hole Only Device)を用いてトラ

ップ解析を試みた結果、電子トラップ・正孔ト

ラップを分離することができた。しかし、HOD

は通電するだけでは電流低下現象を引き起こ

さないので、電流低下による正孔トラップの挙

動までは観測することができなかった[2]。そ

こで、UV光を照射することにより発光層に電

子正孔対を生成させ、電流低下現象を引き起こ

すかどうか、またそれによる正孔トラップの挙

動について検討を行った。 

【実験方法】 

測定試料として、フルオレン系発光ポリマー

から成る HOD を用意した[3]。試料面積は

4mm
2である。初期状態の HOD を Fresh、UV

光を照射したものを UV Aged とし、この 2種

類の HODに電流 DLTS 測定を行い、正孔トラ

ップの評価を行う。 

【実験結果】 

 図１に測定温度 300Kの IV 特性を示す。UV

光照射により HOD においても、有機 EL の通

電による電流低下と同様、電流低下現象を引き

起こすことがわかった。こちらの試料では 10V

印加時の電流値が Freshに対し 15%ほど低下し

ている。 

 図 2 に温度掃引電流 DLTS 測定結果を示す。

捕獲バイアスパルス 10V、測定温度範囲を

80K-350Kとした。測定時定数 91msにおいて、

Fresh では 145K に緩やかなピークを観測、ま

た 320K付近で信号値の急激な増加を観測した。

それに対し、UV Aged では低温の緩やかなピー

クが 155K にシフトし、また高温側の信号は

260K付近から増加し始めるように変化した。 

 

このUV光によるDLTS信号の変化をさらに

詳しく観測するため、現在、一定温度 DLTS 測

定を用いて検討を行っている。 
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         図 1. I-V 特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 電流 DLTS 測定結果 
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